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はじめに 
CoPt合金は、アニール処理によって A1不規則相から L10規則相に構造変態すると、強い垂直結

晶磁気異方性や高い保磁力を示すことが知られており、MRAMや超高密度 HDDなどの次世代スピ
ントロニクスデバイスへの応用を見据えた研究がなされている[1,2]。我々はこれまでに、Si基板上に
作製した CoPt薄膜の結晶構造、磁気特性、表面形態の解析を行い、真空アニール後に L10-CoPtが
形成されることを報告してきた[3,4]。Pt/Co二層蒸着薄膜においては、急速加熱 (RTA) 装置を用いた
アニールによる相互拡散により、L12-CoPt3、L10-CoPt、L12-Co3Ptを含む傾斜薄膜が形成され、2.1 kOe
の保磁力を示した[3]。さらに、二層膜と総膜厚のほぼ等しい(Co/Pt)4八層薄膜においては、真空アニ

ール後に球状の L10-CoPtが形成され、2.7 kOeの保磁力を示すことを報告した[4]。本研究では、さ

らなる保磁力の向上に向けて、保磁力の増大が報告されている水素アニール[5]を導入し、Si基板上
CoPt薄膜の磁気特性、結晶構造、表面形態の解析を行ったので報告する。 

実験方法 
電子線蒸着により、熱酸化膜付き Si基板 [Si (525 µm)/SiO2 (50 nm)] 上に、[Co (1.2 nm)/Pt (1.6 

nm)]4 多積層薄膜を作製した。その後、Ar/H2混合ガス雰囲気下において、RTA装置を用いたアニ
ール処理を行い、L10規則化を試みた。作製した試料の磁気特性、結晶構造、表面形態は、それぞ

れ SQUID VSM (MPMS3)、放射光 XRD (KEK BL-8B)、SEMにより評価した。 

実験結果 
VSM測定結果より、800 °Cで 60分のアニール処理を行った試料において、約 15 kOeの高い保
磁力を示すことが分かった。また、放射光 XRDの結果より、L10-CoPt 001, 110 に起因する超格子
反射を確認したことから、L10規則相の形成を確認した。これらの結果から、水素雰囲気中のアニ

ール処理によって、高い保磁力を持つ L10-CoPtの Si基板上への作製が確認された。 
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